Вопросы к КР (14 неделя)
Техпроцессы

1. В чём состоит технологический анализ чертежа детали?

2. Назовите все исходные данные для проектирования технологического процесса.

3. Какие факторы учитывают при анализе чертежа детали?

4. Какие данные чертежа относят к трудновыполнимым?

5. Дайте понятие категории детали и назовите параметры, по  которым её определяют

6. Что такое объём выпуска, влияет ли он на технологический процесс?

7. Как влияют технологические возможности различных методов обработки материалов на план обработки отдельных поверхностей?

8. На что влияют свойства обрабатываемого материала при изготовлении детали?

9. Влияют ли технологические свойства материала на качество обработки?

10. Каким образом достигают высоких показателей качества деталей по  обработке заготовок?

11. Для чего используют типовые технологические процессы?

12. В чём заключается разработка технологического процесса конкретной детали?

13. Какие процессы находят наибольшее применение в условиях серийного производства? 

14. В чём состоит содержание этапов механической обработки?

15. В чём состоит процесс составления плана обработки отдельной поверхности?

16. Чем руководствуются при выборе плана обработки поверхности и наличии нескольких возможных вариантов обработки?

17. Какие параметры определяют основные этапы обработки?

18. Приведите правила составления операций механической обработки.

19. Операционный эскиз и правила его оформления.

20. Чем руководствуются при выборе вида заготовительной операции?

21. На каком этапе можно установить  вид заготовительной операции и размеры заготовки?

22. Что является основой для назначения минимального припуска на обработку?

23. Методы определения припусков и их содержание.

24. В чём состоит расчёт промежуточных и исходных размеров заготовки? 

25. С какой целью используют базирование, как обозначают его?

26. Виды размеров и баз по назначению.

27. Что такое погрешность базирования, когда она возникает?

28. Допустимая погрешность базирования.

29. Как обеспечивают точность обработки, если фактическая погрешность базирования больше допустимой?

30. Погрешности обработки при установки цилиндрической заготовки на призму.

31. Виды погрешностей при обработке на станках, примеры.

32. Расчёт базисных размеров.

33. Порядок суммирования случайных погрешностей.

34. Порядок выбора инструмента, приспособлений и оборудования.

Нанотехнология 
1. На какие три вида делятся механизмы переноса заряда, массы и энергии в зависимости от характерных размеров областей?
2. Как описывается перенос заряда, массы и энергии на расстояниях больше 1 мкм? Чем задается масштаб длины 1 мкм?
3. Как описывается перенос заряда, массы и энергии на расстояниях меньше 10 нм? Чем задается масштаб длины 10 нм?
4. В чем суть поверхностного эффекта, наблюдаемого в наноструктурах?
5. В чем суть самоорганизации, наблюдаемой в наноструктурах?
6. В чем суть иерархичности и фрактальности, наблюдаемых в наноструктурах?
7. В чем особенности переноса заряда, массы и энергии на субмикронных расстояниях?
8. В чем суть рассмотрения наноструктур как открытых систем?
9. В чем суть проблемы скейлинга в наноэлектронике?
10. Как предполагается решать проблему скейлинга в наноэлектронных интегральных схемах?
11. Каковы требования к размеру частиц в пучке для изготовления нанослоев?
12. Каковы общие недостатки методов изготовления наноструктур?
13. Каковы требования ко всем методам изготовления наноструктур?
14. Как подразделяются наноструктуры в зависимости от их размерности?
15. Перечислите методы изготовления нанослоев.
16. В чем суть методов термического и электронно-лучевого испарения?
17. В чем суть метода химической газофазной эпитаксии?
18. В чем суть метода лазерной эпитаксии?
19. В чем суть метода жидкофазной эпитаксии?
20. В чем суть ионно-плазменных методов?
21. В чем суть метода плазмохимического осаждения?
22. В чем суть метода МЛЭ с плазмохимической стимуляцией?
23. Перечислите литографические методы изготовления нанонитей (квантовых нитей) и наночастиц (квантовых точек) из нанослоев.

24. В чем общий недостаток электронно-лучевой и ионной литографий при изготовлении нанонитей и наночастиц из нанослоев?
25. В чем общие недостатки рентгеновской и ионной литографий при изготовлении нанонитей и наночастиц из нанослоев?
26. Каковы две характерные особенности зондовых методов нанотехнологии?
27. Каковы характерные значения напряжения, радиуса кривизны и напряженности электрического поля в зондовом методе нанотехнологии?
28. Каковы характерные значения напряжения, тока и поверхностной плотности тока в зондовом методе нанотехнологии?
29. Каковы недостатки электронно-лучевого испарения, катодного распыления и других традиционных методов нанесения слоев при изготовлении нанослоев?
30. Общие достоинства и недостатки метода молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ).

31. Что называют химической лучевой эпитаксией?
32. Какие меры принимают против нежелательных примесей при МЛЭ?
33. Из какого материала делают рабочий объем установки МЛЭ?
34. Какое давление характерно для сверхвысокого вакуума?
35. Как давление, определяющее достижение «высокого вакуума», зависит от размера откачиваемого объема?  
36. Какова характерная длина свободного пробега частиц газа при нормальных условиях?  
37. В чем состоит суть процесса обезгаживания?
38. Почему нельзя температуру обезгаживания поднять выше примерно 400 С? 
39. Для чего служат криопанели при МЛЭ и где они расположены?
40. Типичные параметры установки МЛЭ.

41. Какова характерная температура подложки при МЛЭ?
42. Зачем вращают подложки при МЛЭ и с какой скоростью (примерно)?
43. Какова характерная скорость роста нанослоев при МЛЭ?
44. Какова характерная скорость срабатывания механических заслонок перед эффузионными ячейками, и как она связана с атомно резкими границами слоев?
45. Каково характерное расстояние от источника до подложек при МЛЭ?
